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« CMOS Technologie und CMOS Logik

« Vertiefung: Timing von CMOS Schaltungen
« Vertiefung: Verlustleistung von CMOS Schaltungen
« Standardzellenbibliotheken und SRAM Compiler

« I/0O Schaltungen
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« Erganzende Vorlesungen:
« Elektronische Bauelemente
« Halbleitertechnologie
» Schaltungstechnik

« WeiterfiUhrende Vorlesungen:
« VLSI Prozessorentwurf
 Neuromorphe VLSI-Systeme

FWILEY Sieee

« Literaturempfehlungen:

. CMOS, Circuit Design, Layout and Ghleia
Simulation; R. Jacob Baker; IEEE Press Schaltungs-
Series on Microelectronic Systems, 3 technik
Edition, 2011

« Halbleiter-Schaltungstechnik; Ulrich
Tietze, Christoph Schenk; Springer; 2002
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CMOS Technologie
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Complementary Metal Oxide
Semiconductor (CMOS) Technologie

Integration von n-Kanal (NMOS) und
p-Kanal (PMOS) Feldeffekttransistoren
auf einem Siliziumchip
Halbleiterprozess zur kostengunstigen
Herstellung von integrierten digitalen, aaEe. - .
analogen und Mixed-Signal -
Schaltungen

Herstellung im Waferprozess Quelle: Intel
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More than Moore: Diversification
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Quelle: International Technology Roadmap for Semiconductors
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Department of Electrical Engineering and Information Technology Endowed Chair for Parallel VLSI-Systems and Neural Circuits
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TEC“"'SCHE CMOS Querschnitt (Bulk Prozess)
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Freiheitsgrade des Designers beim Schaltungsentwurf/Layoutentwurf:
« Positionierung und Verdrahtung von NMOS und PMOS Transistoren

 Transistor Parameter: W, L
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Layout zur Herstellung der Masken zur Chip Fertigung
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CMOS Layout Beispiel
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TEC”"'SCHE NMOS und PMOS Transistoren

« NMOS Transistor: Dl :
D

« PMOS Transistor:

G—CE’B
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« Grundelement der CMOS Logik
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Berechnung der Schaltschwelle (SP):
N: SAT, PMOS: SAT (Annahme: A=0)

ID,N = _ID,P

) ﬁTN (Vsp — Vth,N)2 - _B7P (Vsp = Vpp — Vth,P)z

SN —Bp _ ( Vsp=VitnN )2

BN

Vsp—Vpp—Vtnp
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CMOS Logik
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« Pull-Up Netzwerke (PMOS):

° Z=F(A1,A2,A3, ) \E)E
« Pull-Down Netzwerke (NMOS): 1 Pull-u
) ( ) A P
e /= G(Al,Az,Ag, ) A, —++
2
A3—o — 7/
« UND Verknupfung durch ‘
Reihenschaltung von Transistoren oull-down
« ODER Verknupfung durch
Parallelschaltung von Transistoren 1
VSS
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(D) S CMOS Logik Beispiel 1
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« Logikfunktion: Z = A; + 4,45

. Pull-Up Netzwerk: °
. 7= A A A, = A (B + Ay AZ—C“: A3—Cﬂ:
[ 3 S /
A, —
« Pull-Down Netzwerk: —
e 7 =A,+ A4, Al‘“:
- AOI12 Gatter |
VSS
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. Realisierung von des Schreibvorgangs auf einen Speicherknoten durch Tri-State Treiber
. RlUckkopplung durch statische CMOS Logik > Keeper
« Statischer Speicher > Kompensation von Leckstromen
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